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ELM2SA8570CA PNP 外延平面晶体管

■概要
      ELM2SA8570CA 专为通用开关和放大应用而设计的通用 PNP 外延平面晶体管。

项目 记号 条件 单位
集电极 - 基极 电压 Vcbo -50 V
集电极 - 发射极 电压 Vceo -50 V
发射极 - 基极 电压 Vebo -6 V
集电极电流 (DC) Ic -200 mA
集电极电流 ( 脉冲 ) Icp -500 mA
基极电流 ( 脉冲 ) Ibp -200 mA
容许功耗 Pd 250 mW
结合部 - 环境热阻  Rθja 500 ℃ / W
动作结合部温度范围 Tj -55 ~ +150 ℃
保存温度范围 Tstg -55 ~ +150 ℃

· 低电流              : Ic(max.)=-200mA

· 低电压              : BVceo=-50V

· 封装                  : SOT-23

■特点

■绝对最大额定值

记号 项目 说明
a 品名 ELM2SA8570
b 封装 C : SOT-23
c 产品版本 A
d 包装卷带中 IC 引脚置向 S: 请参阅第 7 页

ELM2SA8570  C  A - S
↑          ↑ ↑  ↑ 
a            b  c    d    

Ta=25℃

引脚编号 引脚记号 引脚说明
1 B 基极
2 E 发射极
3 C 集电极

■标准电路

1

3

2

ELM2SA8570CA

■引脚配置图

■产品型号构成
ELM2SA8570CA-S

SOT-23(俯视图)
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ELM2SA8570CA PNP 外延平面晶体管

记号 条件 Min. Typ. Max. 单位
BVcbo  Ic=-100μA -50 - - V
BVceo  Ic=-1mA -50 - - V
BVebo  Ie=-10μA -6 - - V
Icbo  Vcb=-30V - - -15 nA
Iebo  Veb=-6V - - -100 nA

*Vce(sat) 1  Ic=-10mA, Ib=-0.5mA - -72 -200 mV
*Vce(sat) 2  Ic=-100mA, Ib=-5mA - -220 -400 mV
*Vbe(sat) 1  Ic=-10mA, Ib=-0.5mA - -700 - mV
*Vbe(sat) 2  Ic=-100mA, Ib=-5mA - -830 - mV
*Vbe(on) 1  Vce=-5V, Ic=-2mA -600 -640 -750 mV
*Vbe(on) 2  Vce=-5V, Ic=-10mA - - -770 mV

*Hfe  Vce=-5V, Ic=-2mA 420 - 800 -
ft  Vce=-5V, Ie=-10mA, f=100MHz 100 - - MHz

Cob  Vcb=-10V, Ie=0A, f=1MHz - 3.7 - pF

印码 内容
3G 产品代码
a b 日期代码

SOT-23

* 脉冲测试：脉冲宽度≤ 380μs，占空比≤ 2%。

■出货单位

· 3000 颗 / 每卷

■推荐焊接尺寸图

单位 : 
  mm

            inches

■电特性
Ta=25℃

■封装印字说明
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ELM2SA8570CA PNP 外延平面晶体管

Emitter Grounded Output Characteristics
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Current Gain vs Collector Current
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■典型特性曲线图
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Current Gain vs Collector Current
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Saturation Voltage vs Collector Current
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Saturation Voltage vs Collector Current
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Saturation Voltage vs Collector Current
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ELM2SA8570CA PNP 外延平面晶体管
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On Voltage vs Collector Current

100

1000

10000

0.1 1 10 100 1000

-IC, Collector Current(mA)

-V
B

E
O

N
, O

n 
V

ol
ta

ge
(m

V
)

VBEON@VCE=-5V
   -40°C

     0°C

    25°C

    75°C

   125°C

Transition Frequency vs Collector Current
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Capacitance vs Reverse-biased Voltage
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ELM2SA8570CA PNP 外延平面晶体管
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■SOT-23 封装尺寸

*:Typical
Inches Millimeters Inches MillimetersDIM Min. Max. Min. Max. DIM Min. Max. Min. Max. 

A 0.1102 0.1204 2.80 3.04 J 0.0032 0.0079 0.08 0.20
B 0.0472 0.0669 1.20 1.70 K 0.0118 0.0266 0.30 0.67
C 0.0335 0.0512 0.89 1.30 L 0.0335 0.0453 0.85 1.15
D 0.0118 0.0197 0.30 0.50 S 0.0830 0.1161 2.10 2.95
G 0.0669 0.0910 1.70 2.30 V 0.0098 0.0256 0.25 0.65
H 0.0000 0.0040 0.00 0.10 L1 0.0118 0.0197 0.30 0.50

Notes : 1.Controlling dimension : millimeters. 
2.Maximum lead thickness includes lead finish thickness, and minimum lead thickness is the minimum thickness of base material.

Material :
• Lead : Pure tin plated. 
• Mold Compound : Epoxy resin family, flammability solid burning class:UL94V-0.

ELM2SA8570CA PNP 外延平面晶体管

记 号
Inches Millimeters

记 号
Inches Millimeters

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

A 0.1102 0.1204 2.80 3.04 J 0.0032 0.0079 0.08 0.20
B 0.0472 0.0669 1.20 1.70 K 0.0118 0.0266 0.30 0.67
C 0.0335 0.0512 0.89 1.30 L 0.0335 0.0453 0.85 1.15
D 0.0118 0.0197 0.30 0.50 S 0.0830 0.1161 2.10 2.95
G 0.0669 0.0910 1.70 2.30 V 0.0098 0.0256 0.25 0.65
H 0.0000 0.0040 0.00 0.10 L1 0.0118 0.0197 0.30 0.50

 注：1. 控制尺寸：毫米。
         2. 最大引线厚度包括引线成品厚度，最小引线厚度为材料的最小厚度。

 材料 :

      · 引线：纯锡电镀。
      · 模塑化合物：环氧树脂系列，可燃性固体燃烧等级：UL94V-0。

* Typical
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■卷轴和载带尺寸  

Reel Dimension

Carrier Tape Dimension 

· 卷轴尺寸

· 载带尺寸

Reel Dimension

Carrier Tape Dimension 

ELM2SA8570CA PNP 外延平面晶体管

注释：

1. 10 个孔间距累计公差为 ±0.2;
2. 100 毫米内的凸度不超过 1 毫米 ;
3. 材料：导电黑色聚苯乙烯 ;
4. Ao 和 Bo 的值是从凹槽底部到上方 0.3 毫米平面上测量的值 ;
5. Ko 值是从凹槽内底部的平面到载体顶面测量的值 ;
6. 链轮孔的凹槽位置是指实际测量凹槽的位置，而不是凹槽孔的位置。

单位：毫米

单位：毫米


